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Patentansprliche 

T)) Lichtempf indliche Halbleiter-Fotodiode mit einem in 
etn lichtdurchlassiges Gehause eingebauten Halbleiter- 
korper, dadarch gekennzeichnet, daB in das Gehause ein- 
seitig und parallel zusinander verlaufend zv/ei mit dem 
Halbleiterkorper verbundene Stromzuleitungen flihren, die 
in einer Eber.e parallel zur lichtempf indlichen C.ber- 
fiachensaite des Kalbie iterkdrpers liegen , und daB das 
Gehause als Inf rarct-Filter ausgebildet is t . 

2) Lichtempf indliche Halbleiter-Fotodiode nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , daB das Gehause aus einem den 
Halbleiterkorper und die Enden der Stromzuleitungen urn- 
hull enden lichtdurchlSssigen Kunststoff besteht und da3 
dieser Kunststoff korper von einer quaderf ormigen und 
einseitig zur DurchfUhrung der Stromzuleitungen offenen 
Kappe umgeben ist, die als Inf rarot-Filter ausgebildet 
ist. 



S09884 /0024 



2829260 



3) Lichtempf indliche Halbleiter-Fotodiode nach Anspruch 
2, dadurch gekenr.ze ichne t , daB die Kappe aus Polycarbonat 
besteht, das fur Inf rarot licht durchlassige schwarze Farb- 
p igmante en thai t . 

4) lichtempf indliche Halbleiter-Fotodiode nach Anspruch 
2 Oder 3, dadurch gekennzeichnet , daB die Kappe an der 
Lichteintrittsf lac he auf ger aunt is t . 

5) Lichtempf indliche Halbleiter-Fotodiode nach einem 
der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
da 3 die Kappe an ihrem dan S trcmnuleituncen zuge- 
wandten Ende liber den lichtc.urchlassigen Runs tstof f - 
kcrper zur Bildung einer definierten Auf setzkante 
hinausragt . 

6) Verfahren zur Herstellung einer lichtempf indlichen 
Halbleiter-Fotodiode nach einem der vorangehenden An- 
soriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein fur eine Viel- 
zahl von Halbleiterbauelementen vorgesehener Kontak- 
tierungss creif en fur j e ein Bnuelement in einer Ebene 
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zwei AnschluBtcile aufveist, die in Strornzule itungan 
rr.unden, daB auf eine, groSf lachigen AnschluSteil un- 
ter Bildung eine. oha.ch.n Kontaktes zu .Iner Zone des 
H.lbl«lterb«u«l«m.nf . dar Halbleiterkorper befestigt 
wir d, wahrend die zw.it. Zone des Halbieiterbauelemen- 
tes uber einen dur.nsn AnscnluBdraht mit da. zweiten 
AnschluBteil aia.trisch verbundan wird, daB dann Uber 
die Aa.chluSt.il. dia fur das mf rarotlicht durchlas- 
si ge Kapoe gestUlpt wird und daB schlia31ich das Kap- 
3oninnere mit lichtdurchlassigem Kunststoff ausgefullt 



wird . 



7) Verfahren nach AnsffrucS 6, dadutcr. ,=.<a 

dia «t««»l.lt»»g.» durch s t abilisiarun 5 ssbasa mir.ain- 

andar varbundan sind, dia nach da* Einbau dar Anschlu*- 

r, ,,*r Vereinzelung der Fotodioden 
telle in dia Kappen zur verem.ei 

durchgetrennt werdan. 
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Lichte-gfiP.cllchs Ha lblo 1 ter-~otod iocV- 

Die Erf indn.-c L-trifrc cine lichte.T.of ir.dliche Haiblel- 
ter-Focod iode nit einem in ein lichtdurchlassiges Ge- 
hduse eincibsucein HalbLe i tc-rkorper . 

Es sind plattchenfornige Siiizium-Fotodioden bikannt, 
bei de-'i-n die S trorr.zulei tunger. aus den eir.ander gegen- 
uberliege.ndan Schnalseiten eines Kuns tstof f gehausekor- 
pars herausgef iihrt v.'zrder. . Diese Zuleitungen warden um- 
geboger. und erstrecken si=h cann in einer senkrechtan, 
zur Lichteintrittsf lacha liegenden Ebene . Da~.it hori- 
zontal elnfallendes Licht br.v;. inf rarot-Lichfc nit die- 
ser Fotodioso detektiert werden kann, nv.i2 die Kontak- 
tierungsplatine fur diese Fotodioda senkrecht auf einer 
horizontal angeord.ne ten Grundplatine angeordnet werden. 
AuEerden aiu2 durch ein gesor.dertes Hittel ein Infrarot- 
Filter zwischengeschalte t warden. 

Dor E.iindung liegt die Aufgabe -ugrur.de, den Aufbau 
einer S i 1 i z i ur.-Fo tod lode nu vereinf achen und diese 
Fctodiode so auszugestal-er. , •laii rait ihr ohne zusatz- 
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lie ha Hilf smittel horizontal eip.faller.ilas Licht detek- 
tierz v/erden kann. Diesi Aufgnbe wire: bei einer ?oto- 
diode der eingnoo baser. riaber.en Art srf induncjsgemSS 
dadurch gelost, d a3 it. das Gi-hIius-2 einseLti g unci paral- 
^iei zueinanir.* vsrlaufend z:;e i rait den Ha lblei tcrkor- 
j per v erbundene 5 tro^zulei cur.g jn f uhren , d ie in einer 
Ebene parallel zur lichteir.pf indlichen Oberf lSchenseite 
•-S3 Halblei terkorper iiegen and daG das Gehause als 
Ir.f rarot-Filcer ausgebildet ist. 

Dias* Fotodiode kann so.-it in «ine horizontal liegende 
? lac Lne oingebau t v.erder;, v;obei dann das horizontal 
einfallen.de und zu de tekt ier^ndo Inf rarot-Lichc sonk- 
recht auf die lichterr.pf indlich* Oberf lac hen se ite des 
Halblei terkcrpers auffcrifft. Das Gehliuse besteht aus 
einem den Halbleiterkorper und die Enden der Stromzu- 
leitungen ur.hullenden lichtdurchlSss igen Kunststoff , der 
selbst als fur In: rarot-Licht durchlassiges Filter wir- 
ken kann. 3ai einer anderen bavorzugtan Aus fuh rungs corn 
■/ird d-^r Lichtdurchiassige /u::.;ts:o: f korper von oir.ir 

SrnrLgan und elnseitig u r Durchf uhrung dor Strom- 
zule L tun jen of f enen .-'.app :? ur.:r>ben, die dann a 1 Infra rot- 
Filter ausgoblldot ist. 
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Diesa gesor.derta F i 1 terkappe besteht bs? . eus Polycar- 
bo.iat, ens fur Infraro't-Liohc durchlas 5 ige , schwarze 
?arb?igr?.ap. u .e en thai t, so daS sichtbares Licht die Kappen- 
wand nicht clurchdr ingen ker.r. . Zur Ref lexionsverr inge- 
ru.ig vird die Lichteincri tcsf iache der Filtsrkaoos 
vor:ugswais3 aufgerau'nt. Un eine defir.ierte Aufsetz- 
kante des Dicdangahausss auf einer Tragerplat ine zu 
erhalten, ragt die Kapoe an ihrem den Stromzuleitungen 
:uc£-,;a?.dien Er.de vorzur sv.-eise uber der. iichtdurchias- 
sigen Kunststof f k5r?sr hinaus. Beim Einbau der Foco- 
ciode in ein.e Schaitungsplatine bildec diese Kante dann 
einen definiarten Anschlag fiir das Diodsngehause auf 
der P.latine. 

Die erf indungsgemaia Halbleiter-Fotodiode wird vorzugs- 
wsise dadurch hergestellt, da3 ein fur eine Vielzahl 
von Halbleiterbauelementen vorgesehener Kontaktierungs- 
streifsn fur ja 1 Baueler.ent in einer Eber.e 2 AnschluB- 
tsile aufveist, die in S tror..-uleituncen munden. Auf dem 
einen groSf lachigen AnschluS-cil wird u'nter Bildung 
eir.es ohnisch-n Kontaktes -u einer Zone den Falbleiter- 
bauelenentes der Halble its rkorper befestigi. Die zweito 
Zone des Halbl-jiterbauelerr.^r.c-s wird vorzugsweise uber 
einen dUnn^n Anschlu.Jdr.iht r.-.ii: dcm zv/eiten AnschluU- 
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tail elektrisch Icitand verbunden. Dann wird uber die 
Ar.schlu3teile die fur das Inf rarot-Licht durchlassige 
=:appe gestUlpt ur.d danach das Kappeninnere rait licht- 
■durchiassicen Kunststoff ausgeftillt. Zur nechanischcn 
S-abilisierung das Kon tak tie rungs s tra if ens sind die 
Strorasuleitungan durch Stage miteinander verbunden, die 
erst nach de.i Einbau der Anschlu3 teile in die Kappen 
zur Vareinzeiung der Fotodioden durchge trennt weraen. 

Die Erfindung soli in weiteren anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispieles naher erlautert werden. In der Figur 2 

1st die Gehausekappe zur Veranschaul ichung durchsich- 
tig dargestal.lt, cbgle ich - dies*?. Kappe als IR-Filter 
rur sichtbares Licht undurchlassig ist ur.d daher bei- 
spieis weisc als schwarzer Korper erscheint. 

Die Figur 1 zeigt einen fur eine Vielzahl von Fotodio- 
den vorgesehenen Kon taktierungss treif en 1 . Fur jedes 
Halbleiterbauelement liegen in einer Ebene 2 AnschluB- 
teile 2 und 3, die in parallel zueinander verlaufende 
Stromzuf uhrungen 4 und 5 rr.ur.d-n. Diese Stromzuleituncen 
4 und 5 sind auf den Kont akt ierungsstreif en nitein- 
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ander unci nit den 5 tronzuieitungen benachbarter Bau- 
elemente ubar 3 tabilisierungss tege 6 verbunden , die 
erst nach der Fer cigs cellung der Einzeibauelemente 
durchgetrermt warden „ Die AnschluS teile 2 und 3 be- 
stohen aus den urn 90° gegene in ander abgewinkel ten En- 
den der Stronzule itungen 4 und 5. Wie der Figur 1 zu 
entnehnen is- , ist das plattchenf orrr.ige AnschluB teil 2 
relativ grcBflachig und dient zur Aufnahne eines flachen 
Siliziun-Halblaiterscheibchens, das die Fotodiode en thai t . 
Das AnschluSteil 3 ist dagegen kleinf lachiger , da an 
inn nur eine dur.ner Ar.schlu&draht zu bef es tiger, ist. 

Zur Her steliung der Fotodiode v/ird nur., v;ie aus der Fi- 
gur 2 ersichtlich, auf den grofif lachigen AnschluSteil 
2 der Siliz ium-Halble iterkdrper 11 bef estigt . Dies 
kann bsp. mit Kilfe eines ieitenden Klebers geschehsn , 
so da3 mit der Bef estigung auf den Tragerkorper zu- 
gleich die eine Zone des Halbleiterbauelementes mit 
den Anschlu3 teil 2 und danit auch nit der Stromzu- 
leitung 4 eiektrisch lei tend verbunden wird. Danach 
wird nittels der iiblichen Ken takt ierung sverfahr en 
der auf der lichtenof indlichen Oberf l&chenseite des 
Haibleiterkorpers angeordr.ece AnschluGkontakt 8 
an die zweite Zone des Halbleiterbauelementes mit 
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Hi If e sines dur.nen Kontaktierungsdrahtas 7 mi t dem An- 
schlu2teil 3 una dar.it rr.it der 3 cromzuleitung 5 elek- 
trisch ieitend verbunden. Die Zonsn i:?, Halbleiterkor- 
02: 11 sind uurch einen pn-Obergang voneinander ge- 
trennt, der vorzugsweise parallel zur lichtempf ind- 
lichan Oberf lachenseite des Halblei terkoprer s verlauft. 

Beispielsweise mittals einar Montagehilf svorrichtung 
v.erder. dann die cetrcr.n: her ges tell ten Xuns_t._s t of f kap - 
pen 9 2u.i Kontakt i e rungs s tr eif en 1 so j us t ier t , da3 
d Laser Kontakiierungsstreif en mit sein.en Anschlufltei- 
ien 2 und 3 in die Kappen eingafiihrt warden kann . Die 
Kapcsn bastehan, wie bereits erwahnt, vorzugsweise aus 
Polycarbonat und sind mit schwarzen Farbpigmenten 
durchsetzt, die nur das Inf rarot-Licht durch die Kap- 
penwand hindurchlassen . Die Wands tarke der Happen 
liegt bsp. bei 1 -1,5 mm. Die Xappen selbst sind 
quaderf ormig ausgeb ildet und nur an einer Schmalseite 
of fen, an der spa ter die S tr orr.zulei tungen 4 und 5 aus 
dorr. Gehause austreten. Die Kappen sind vorzugsweise an 
der fur den Lich teintritt vcryesehenen Seite aufge- 
rauht, um die Reflexionan das Lichtes an dieser Licht- 
eintrittsf ISche zu verr inqern . 
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Nach dem Einsetzen der AnschluB telle mit dem kon- 
taktierten Halblei terbauelement wird das Happen- 
innere vorzugsweise mit Epoxyharz ausgegossen. Dabei 
v/ird die Fullnenge so begrenzt, dafl der Kappenrand 
am of fenen Ende der Kappe 9 liber das eingegossene Kunst- 
stof fmaterial 10 hinausragt, so daB spater eine 
definierte Aufsetzkante 12 verblsibt . Es folgt ein 
Aushartevorgang in einem Temperofen bei ca. 120 °C und 
einer Hartezeit von 2-4 Stunden. Danach werden die 
3auelemer.te dadurch vereinzel t , da 3 die Verb indungs- 
stege 6 (Fig. 1) zvischen den S tromzuleitungen und den be- 
nachbarten Einheiten entfernt werdsn. Dies geschieht 
bsp. mittels eines Stanzv/erkzeuges - 

Bei einer anderen bevorzug ten Aus f uhru ngs f orm werden 
die Anschlufiteile mit dem kon tak t ier ten Kalbleiter- 
bauelement direkt in ein Guftmaterial eingebettet, 
d=5 aus einem nur fur Inf rare t-Licht durch lass igem . - 
Kup.5 ts toff besteht. 
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